光半导体的类型
光半导体的类型如下：
（1）发光器件・・・可见光LED、红外LED、紫外LED、激光二极管
（2）受光器件・・・光传感器、太阳能电池、CMOS传感器
（3）复合器件（发光元件与受光元件的组合）・・・光耦、光纤耦合器
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LED的发光原理
    发光二极管（LED）的发光原理是向化合物半导体的pn结施加正向电流。
    当正向电流通过发光二极管时，载流子（电子和空穴）移动。p型区的空穴向n型区移动，n型区的电子向p型区移动。注入的载流子重组，重组前后的能量差将以光的形式释放出来。发射光取决于化合物半导体的能隙（Eg）。
（备注：传统的硅二极管不发光，因为重组能量变成了热能。）
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LED的波长范围
    LED发射不同波长的紫外光乃至红外光。发射波长将通过下面采用化合物半导体材料能隙（Eg）的等式进行表示。
λ（nm）＝1240/Eg（eV）
    具有较大能隙的材料发射较短的波长，具有较小能隙的材料发射较长的波长。
    对于应用于电视遥控器等的红外LED，使用GaAs（砷化镓）材料；对于红色／绿色指示器LED，使用GaP（磷化镓）或InGaAlP（磷化铝镓铟）；对于蓝色LED，使用InGaN（氮化铟镓）或GaN（氮化镓）。

[image: IMG_258]
不同材料LED的发光颜色（按材料）
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什么是光耦？
光    耦是将发光二极管（LED）和光电探测器集成于一个封装中的器件。与其它光学器件不同，光不会发射至封装外。其外观类似于非隔离器／固态继电器。虽然光耦是一种光学器件，但它不处理光，而是处理电信号。
    光耦的操作示例：
（1）LED接通（0⇒1）。
	（2）LED光进入光电晶体管。
	（3）光电晶体管接通。
	（4）输出电压改变0⇒1。

（1）LED关断（1⇒0）。
	（2）LED光停止进入光电晶体管。
	（3）光电晶体管关断。
	（4）输出电压改变1⇒0。
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为什么需要光耦？
    在光耦中，原边（LED侧）和副边（受光器件侧）是电绝缘的。因此，即使原边和副边的电位（甚至GND电位）不同，也可以将原边电信号传输到副边。
    如右图所示的逆变器应用中，控制单元（如微控制器）通常在低直流电压下工作。另一方面，IPM和IGBT将驱动高电压负载（比如需要200V交流电）。高压系统部件可通过耦合器直接由微控制器控制。
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光耦的类型
    LED用于光耦的输入。另一方面，有各种器件可用于输出。
晶体管输出
    	光电晶体管是一种探测器。也可使用达林顿类型。

	IC输出
    我们有光电二极管作为受光器件的产品、逻辑等输出产品、用于IGBT和MOSFET栅极驱动的大电流输出产品、以及隔离放大器等高功能产品。
	双向可控硅／晶闸管输出
    光电晶闸管或光电可控硅用于输出。它们主要用于交流线路的控制。
	光继电器（MOSFET输出）
    光伏阵列（光电二极管阵列）驱动MOSFET的栅极来打开／关闭输出。通过这种操作，它可以用作MOSFET输出的继电器开关。
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光耦的类型（封装）
    光耦必须具有符合安全标准的封装形状和介电强度。根据安全标准进行设计时，需要检查以下各项。
[bookmark: _GoBack]绝缘爬电距离
    两个导体之间沿绝缘体表面的最短距离（原边和副边）。
	间隙
    通过空气测量的两个导体之间的最短距离。
	绝缘厚度
    两个导体之间绝缘体的最小距离。
	隔离电压
    两个导体之间的隔离电压 *
根据UL规定，即使施加1分钟也不会破坏绝缘的交流电压。
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光耦的类型（内部结构）
    由于要求的绝缘性能、封装尺寸和内部芯片尺寸等限制，光耦具有不同类型的内部封装结构。
单模透射型：
    框架式LED和框架式光电探测器采用面对面的模压封装。LED与光电探测器之间的透光部件采用硅树脂材料。
带膜的单模透射型：
    为了提高隔离电压，可在LED和光电探测器之间插入聚酰亚胺薄膜。
双模透射型：
    在这种透射结构中，内模为白色，外模为黑色。红外线透光率高的树脂用于透光部件的白色模具。
反射型：
    框架式LED和框架式光电探测器位于同一平面。LED光在硅树脂中反射并到达光电探测器。因此，它被称为反射型。
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